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中赤外量子カスケードレーザを搭載した TO-CAN モジュールの開発 

Development of TO-CAN Module with Mid-infrared Quantum Cascade Laser 
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１．諸言 

量子カスケードレーザ(Quantum Cascade Laser 

[1]、以下 QCLと略記)は、小型、高速、低コスト

の中赤外光源として期待されている。我々はこれ

までに 7 m帯 DFB-QCL の低消費電力化に取り

組み、20℃、CW 駆動において 1 W以下の閾値消

費電力を達成している  [2]。今回、7 m 帯

DFB-QCL を小型の TO-CAN モジュール(φ15.4 

mm)に搭載し、室温 CW 発振に成功したので、報

告する。 

 

２．作製プロセス 

 OMVPEを用いて、InP 基板上に AlInAs/GaInAs 

量子井戸から成る垂直遷移型コア層 [3]、及び

n-GaInAs 回折格子層を成長し、フォトリソグラ

フィとドライエッチングにより回折格子を形成

する。さらに、n-InP クラッド層、n-GaInAs コン

タクト層を成長した後、ドライエッチングによっ

てメサ構造を作製し、その両側面に電流狭窄のた

めの半絶縁性半導体を埋め込み成長した、埋め込

みヘテロ(BH)構造を形成した。その後、電極を形

成した。 

続いて TECを内蔵した TO-CANモジュールに

上記素子を実装して、最後に ARコートしたキャ

ップを用いて気密封止を行った。 

  

３．結果 

上記のDFB-QCLを搭載したTO-CANモジュー

ルを CW 駆動し、I-L、及び発振波長といった基

本特性を評価した。Fig. 1 に I-L特性を示す。40℃

までの CW 発振を確認し、20℃における閾値電

流は 91 mA、最大光出力は 10.6 mW であった。 

Fig. 2 は同一サンプルにおける CW 駆動時の発

振スペクトルを示しており、設計通りの 7.38 m

付近において、単一モードでのレーザ発振が得ら

れた。 

 

本モジュールは従来の HHL(High Heat Load)モ

ジュールと比較して小型化が可能であることから、

携帯型ガスセンサー用の光源としての活用が期待

される。今後、本モジュールのセンシング性能を

評価するとともに、携帯型ガスセンサーの光源と

して、さらに特性改善を進めていく。 

 

参考文献 

[1] J. Faist, et al., SCIENCE, 264, 553 (1994) 

[2] J. Hashimoto, et al., Electron. Lett., 53, 8, 

pp. 549-551 (2017) 

[3] 橋本順一 他、2011年春応物 27a-P8-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 I-L characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Lasing spectra. 
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